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Гидрогенизированный аморфный кремний (a-Si:H) уже длительное время успешно используется в электронике и солнечной энергетике. Основной недостаток a-Si:H заключается в деградации его параметров под действием освещения [1].  Создание в пленке аморфного кремния нанокристаллических включений позволяет добиться более стабильных электрических и фотоэлектрических параметров материала [2]. Одним из способов создания нанокристаллов в аморфной матрице является фемтосекундная лазерная кристаллизация a-Si:H [3]. Большую роль при фемтосекундной лазерной кристаллизации a-Si:H играет интенсивность и длина волны лазерного излучения. В данной работе были исследованы структура и проводимость плёнок a-Si:H, подвергнутых фемтосекундному лазерному  облучению с различной интенсивностью и длиной волны.
Серия плёнок аморфного гидрогенизированного кремния толщиной 300 нм была получены методом плазмохимического осаждения из газовой фазы смеси моносилана и аргона. Полученные плёнки обрабатывались фемтосекундными лазерными импульсами с помощью Yb:KGW лазерной системы, путем сканирования лазерным лучом поверхности плёнки. Длина волны лазерного излучения составляла =640 нм (что соответствует энергии кванта превышающей ширину запрещенной зоны a-Si:H) и =1030 нм (что соответствует энергии кванта меньшей ширины запрещенной зоны a-Si:H). Объемная доля кристаллической фазы в a-Si:H определялась из анализа спектров комбинационного рассеяния света (КРС). Проводимость плёнок исследовалась в области температур 300-480 К.
Отличие спектров КРС для плёнок a-Si:H, подвергнутых облучению с различной длиной волны,  заключается в том, что при облучении с =1030 нм пик, соответствующий кристаллическому кремнию, появляется при больших плотностях энергии лазерных  импульсов. Кроме того, при использовании =1030 нм объемную долю кристаллической фазы можно изменять в широких пределах, до 70%, в то время как при длине волны 640 нм объемную долю кристаллической фазы можно увеличить лишь до 17%. Также при использовании излучения с =640 нм наблюдается неравномерное распределение нанокристаллов по толщине пленки.
Отличия структуры плёнок a-Si:H, подвергнутых фемтосекундному лазерному облучению с различной длиной волны, приводит к различию их электрических параметров. Исследования показали, что наблюдаются отличия в значениях удельной проводимости, энергии активации проводимости и зависимости проводимости от доли кристаллической фазы для пленок a-Si:H, подвергнутых фемтосекундному лазерному облучению с различной длиной волны  (=640 нм и =1030 нм).
                                                          Литература
1. Staebler D.L., Wronski C.R. J. Appl. Phys., 1980, v. 51, p. 3262.
2. Wronski C.R., Collins R.W. Solar Energy, 2004, v. 77, p. 877.
3. Sndaram S.D., Masur E. Nat. Mat., 2002, v. 1, p. 217.
